
2Т995А— 2

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный струк­
туры п-р-п генераторный. Предназначен для применения в уси­
лителях и генераторах в диапазоне частот 2... 10 ГГц в схеме 
ОБ при напряжении питания 14 В. Бескорпусный на металло­
керамическом кристаллодержателе с гибкими выводами. Тип 
прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 2 г.

2Т995А-2

Электрические параметры
Выходная мощность на частоте Г= 10 ГГц
при Оп = 13 В, /к = 0,5 А, Явх = 1 В т ................  1,5... 1,85* ..

2,2* Вт
Фаза коэффициент передачи тока на частоте

1 ГГц при (/КБ = 3 В, /к = 0,3 А ....................  8*...8,5*...13°
Обратный ток коллектора при С/къ = 18 В:

Т=  +25 и — 60 СС ............................................ 0,003*...0,16*
...2 мА

Тк = +125 X , не более.................................. 5 мА
Обратный ток эмиттера при С/ЭБ = 1,5 В:

Т=  +25 и -6 0  X ............................................ 0,065*...0,1*...
1 мА

Гк = +125 X , не более.................................. 5 мА
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания........................ 14 В
Постоянное напряжение коллектор— база....... 18 В
Постоянное напряжение база— эмиттер...........  1,5 В
Постоянный ток коллектора...............................  0,6 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек­
тора* 1 при 4/кб = 7 В, Гк = — 60...+40 °С ............  3 Вт

1 При Тк > +40 'С постоянная рассеиваемая мощность коллектора определи 
ется из выражения

Ак, макс = (190 —  Гк)/5 0 , Вт.

Средняя рассеиваемая мощность коллектора1 
в динамическом режиме при Тк = — 60...+25 °С 5,7 Вт
Температура р-л перехода...................................  +190 *С
Тепловое сопротивление переход— корпус...... 50 Х /В т
Тепловое сопротивление переход— корпус
в динамическом режиме.......................................  29 Х /В т
Температура окружающей среды....................... — 60... Гк =

= +125 X

1 При Г* > +25 °С

А ,  ср, макс = (190 —  Гк)/2 9 , Вт.

Расстояние места пайки выводов от кристал л оде ржателя
1 мм, температура пайки +260 X ,  время пайки не более 3 с. 
При пайке выводов на расстоянии 0,5 мм температура пайки 
не должна превышать +150 X .
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Кцр,дВт\м.%
Ш 5 А -2

Рь'.Вт К.р.дБ Т\к,%

Зависимости выходной мощности, Зависимости выходной мощности, 
коэффициента усиления и коэффи- коэффициента усиления и коэффи­
циента полезного действия от вход- циента полезного действия коллек- 

ной мощности тора от напряжения питания

Сю

Схема замещения транзистора 2Т995А—2 в активном режиме:

С = 180 пф, Скэ = 0,6 пф, С, = 0,82 пф, С2 = 0,45 пф, С3 = 0,8... 1,05 пф,
С4 = 0,55 пф, Ск, = 0,54 пФ (</К6 = 10 В), С„ = 1,65 пф (Ц№ = 10 В),

Сэ = 13,2 пф (11ъз = 0), в рабочем режиме 33 пф, Ц  -  0,55 нГн, = 0,13 нГн, 
Ц  =  0,25 нГн, /.к =  0,45 нГн, Р  -  1...2 Ом, гъ -  0,8 Ом, =  0,2 Ом
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